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Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hochstzuldssige Werte Maximum permissible values
Upaw, Unrm Periodische Vorwérts-und repetitive peak forward off-state 100..900 V
Riickwérts-Spitzensperrspannung andreverse voltages
bramsm Effektiver Durchlaf3strom RMS on-state current 25 A
bravm Dauergrenzstrom average on-state current to=85°C 10 A
to=48°C 16 A
lram Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 150 A
lrsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,ty= 45°C i60 A
t=10ms,ty=125C 135 A
firdt Grenzlastintegral [PPdt-value t=10ms,ty= 45°C 130 A%
t=10ms,ty=125°C 80 A%
(di/dt)., Kritische Stromsteilheit criticalrate of rise of on-statecurrent nichtperiodisch/non repetitive 500 Alus
Dausrbetrieb/continuous oparation, inu = 100 A 100  Alus
Steusrgenerator/pulse generator:
UL=8V,ix=0,1A,dl/dt=0,2A/s
(du/dt)ee  Kritische Spannungssteitheit critical rate of rise of off-state voltage  up=67% Upam
: 8. Kennbuchstabe/sthletter B 50 V/ps
§.Kennbuchstabe/5thletter € 400 V/us
5.Kennbuchstabe/sthlstter F 1000 V/ps
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty= 25°C,ir=40A 22 V
Ugro) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C - 11 V
rn Ersatzwiderstand sloperesistance tj=125°C 24 mQ
Ugr Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage ty= 25°C,up=6V,Ra=10Q 2 Vv
lar Obarer Ziindstrom max, gate trigger current ty= 25°C,up=6V,Rx=10Q 30 mA
Unterer Ziindstrom min.gate trigger current t=125°C,up=6V,Rr=10Q 05 mA
I Oberer Haltestrom max. holding current ty= 25°C,up=6V,Ra=10Q 80 mA
L Oberer Einraststrom max. latching current ty= 25°C,up=6V,Rek=20Q 200 mA
Steuergenerator/pulse generator:
u=8V,ik=0,1Ata=0,1ps,{g=10us
I, I Oberer Vorwirts- und Rilickwérts- max. forward off-state and ty = 125°C, Up = Upru (Ur = Unam) 3 mA
Sperrstrom reverse currents
tga Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steusrgensrator/pulse generator: 2 us
U =8V,Ik=0,1A,t,=0,ips
tq Typische Freiwerdezeit typical tum-offtime Prifbedingungen Seite/test conditions page 21 60 ps
Cruil Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty=25°C,f=10kHz 160 pF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Rune Innerer Warmewiderstand thermal resistance, © =180%!, sinus = 2,4°C/W
junctionto case DC = 2,1°C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
Lagertemperatur storagetemperature -40°C.,.+130°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Element glaspassiviert, Si-peliet glass-passivated,
goldtet soldered
G Gewicht, Bauform C/U/H weight, case design G/U/H 12/12/8 g
M Anzugsdrehmoment tightening torque 2 Nm
Mafbilder outlines Seite/page 231
Kriechstrecke creepage distance 1mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schilttelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81m/s?

* Fiir gréBere Stiickzahlen bitte Lisfertermin er(ragen/Delivei'y {for larger quantities on request
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DurchiaBkennlinien
On-state characteristics
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Hochstzuldssige Gehausetemperatur tg
Maximum allowable case temperature tc
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Transienter innerer Warmewiderstand Zmic

Transtent thermal impedance, junction to case, Zinc
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DurchlaBverlustieistung Prav
On-state power dissipation Prav
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Hochstzuldssige Kihimitteltemperatur 1 bei Luftselbstkihlung,

Kohlkdrper KL 21 B
Maximuin allowable coolant temperature ta at natural cooli
heatsink type KL 218
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Oberstrom lrov bel Luftselbstkiihlung, ta = 45°C, Kiihtkdrper KL 21 8
Ovetload on-state current Ixov; at natural cooling, ta = 45°C,

heatsink type KL 21 B
Paramater: Vorlaststrom/pre-load current braviver
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Bild/Fig. 7 Bild/Fig. 8
Grenzstrom Inovm bei Luftselbstkiihlung, Kihikdrper KL 21 B und upm = 0,8 Urrm. Zilndbereich und Spitzensteuerleistung bel up =2 8 V.
Limiting overload on-state current ir{(ovpu at natural cooling, heatsink type KL 21B Gate characteristic and peak gate power dissipation atup = 6 V.
and usw = 0.8 Upa. » Parameter: a b c d
IFav(vos = 0: Belastung aus Lesriauf/current surge under no-load conditions - -
'FAV(M = leavm: Belastung nach Bstrieb mit Dausrgrenzstrom Irav Steuerimpulsdauer/Pulse duratlomg [ms] 10 1 0,5 01
current surge occurs during operation at limiting mean Héchstzulassige Spitzensteuerleistung/
on-state current ravm Maximum allowable peak gate powaer W] 3 6 8 20
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Bild/Fig. ¢ Bild/Fig. 10
Zindverzug tya Nachlaufladung Qs In Abhéngigkett von der abkommutierenden Stromstellheit
Gate controlled delay time toy -di/dt bel 83 = 1256°C.
Der angegebene Verlauf wird von 80% aller Thyristoren nicht tiberschritten.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current
-di/dt at t; = 125°C.
These curves are valid for 80% of all thyristors.
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